
Chalmers  Lindholmen 
Elektroingenjörslinjen 
 
TENTAMEN  I  ANALOG KONSTRUKTION 
KURS LET563 
 
Datum:  Torsdag 12e april, 2012, eftermiddag  
Hjälpmedel: Kursbok, valfri miniräknare eller laptop, slides från 

föreläsningar samt allt annat material som har delats ut 
under kursen via kurshemsidan, egna 
minnesanteckningar är också okej. 

Betygsgränser: För godkänt krävs 8p  
 Betyg på kursen baseras på poäng från både tenta och 

projekt enligt modell i kurs-pm   
Allmän info:  Tentan utgörs av fem uppgifter om vardera fyra poäng. 

Uppgifterna består av deluppgifter (a, b, c, ...). Om 
föregående deluppgift ej har lösts så godtas antagna 
värden nödvändiga för att lösa nästkommande uppgift 
under förutsättning att dessa värden är fysikaliskt 
rimliga.  

Frågor: Om ni har frågor på någon uppgift så hänvisas till 
telefonnummer nedan  

Examinator:  Dan Kuylenstierna, tel:031 772 17 98 
  
 
 
Du har efter avslutad examen börjat jobba på ett företag som tillverkar 
mikrovågskomponenter baserade på PCB substrat och ytmonterade komponenter. I 
första hand använder ni en transistor från Mitsubitshi, datablad finns bifogat. Din 
uppgift är nu att designa ett antal komponenter enligt nedan baserade bland annat på 
denna transistor. 
 

Lycka till! 
 
 

 
  



 
1. Innan du börjar designa gör du en utredning kring olika substrat. Du har också 

friheten att välja frekvens för en av dina förstärkare.  
a) Substrattillverkaren kan leverera substrat med godtycklig tjocklek inom 
spannet t=0.2-10mm och relativ permittivitet r=1.5-10.  
Välj r och t, motivera ditt val!   
b) Välj också frekvens för förstärkaren, med utgångspunt från databladet. 
c) Motivera varför a) och b) inte kan behandlas var för sig utan påverkar varandra 
  
OBS: Denna uppgift kan ha flera svar. Visa med din argumentation att du har 
förstått de avvägningar som behöver göras. Skriv lagom långt. Felaktig 
argumentation ger poängavdrag, man kan dock inte få under 0p på uppgiften. 
 

 (4p) 
 

2. En av företagets standardprodukter är max-gain förstärkare för 2.5GHz.  
a) Undersök om transistorn MGF1305 är stabil vid 2.5GHz 
b) Om nej, föreslå lämplig metod för stabilisering 
c) Utför stabiliseringen och härled nya S-parametrar 

(4p) 
 
 
3. För en specifik stabiliseringsmetod blir transistorns S parametrar efter stabilisering 
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Designa en max-gain förstärkare baserat på den stabiliserade transistorn 
a) Bestäm optimal käll/last reflektion 
b) Vad blir maximalt gain? 
c) Designa enkelstubbsmatchningsnät för utgång. Ledningslängd kan anges i 

våglängd 
          

     (4p) 
  



 
4. En annan viktig produkt för företaget är lågbrusförstärkare. Företagets 

lågbrusförstärkare är baserade på en transistor som vid 2.4GHz har S-parametrar 
och brusparametrar 
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Fmin=0.9 dB, 707.0 opt  och RN=40 
 
Din uppgift är att baserat på ovanstående transistor designa en förstärkare som har 
brusfaktor F<2dB och gain G>5dB 

 
a) Är det möjligt? Motivera svaret. 
b) Designa diskret matchningsnät för ingången. Om svaret på a) är nej, designa 

matchningsnäten för högsta möjliga gain med F=2dB brusfaktor  
     (4p) 

 
5. Ett generellt problem hos företagets lågbrusförstärkare är att de har dåligt gain, då 

de är optimerade för minimal brusfaktor. För att lösa detta problem kopplas ofta 
flera förstärkarsteg i kaskad. En av företagets produkter innehåller fyra förstärkare 
med gain och brusfaktor enligt nedan 

 
Förstärkare Gain Brusfaktor 
A 3 dB 1 dB 
B 7 dB 5 dB 
C 12 dB 7 dB 
D 5 dB 1 dB 

 
 

a) I vilken ordning skall de kopplas för att erhålla minimal brusfaktor, beräkna gain 
och brusfaktor för denna koppling 

b) Vad blir gain och brusfaktor om förstärkarna istället koppla i ordningen ADBC? 

  (4p) 
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